KS500

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy

Y ey max 1y Firma: TESLA
\\: T
= @; - Wykonanie: tranzystor kr.zemowy ep_itaksjalno-
’ c =7 e planarny n-p-n w obudowie metalowej, kolektor
b 465 potaczony z obudowa
max#485 Zastosowanie: uklady przelaczajace
A Typy podobne: BSY62 (Siem), SF136 (RFT),
Tﬁ% 2N708 (Se, Tel, Tex), BSY19 (Ph)
8 + ¥
% N
mind04
£ ¢ max 8048 l
Rys. 1-806. KS500
Warto$ci charakterystyczne®
Ucpo >25 \'% przy Icpo = 1 pA
Ucko >14 \% przy Icgp = 10 mA
Ugrgo >5 A\ przy Ipp = 10 pA
hyig >20 przy Ucg =1V, I =10 mA
fr 4 >200 | MHz | przy Ucg =10V, I = 10 mA, f= 100 MHz
Icpo 33>500 nA | przy Ucp =15V
Ucesa 0,15 <0,6 A" przy I = 10 mA, Iy =1 mA
Ugg sar 0,75 <0,9 A\ przy Ic = 10 mA, Iy =1 mA
Cssp 4 <5 pF | przy Ucg=5YV, f=1 MHz
Wartosci graniczne
UcBo max 25 A\ Ip max 20 l mA
UcEo max 14 v Ptot max 3002 % mW
UEBO max 5 v tj max 200 l °C
Ic max 200 mA tstg —65++200 | °C
It max 200 mA

D tamp = ~25°C
2) tamp < 45°C
3 idealne chlodzenie
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Rys. 1-807. Zalezno$¢ maksymalnej mocy Rys. 1-808. Charakterystyki wyjsciowe
strat od temperatury otoczenia
- 1k5500 @ w
. [KS500
] ]
(mA]| fp =# (Ue) ]\ I =F (U
t ! - T
V) Use=4785Y ' 200 / Iy =TmA
i L~ ol e
4mA
5 0. 5 1 0 // /
T : ! /
7 // - ImA
07'&; / //
10 Hem . 100 /’_ 22mA —|
05 — —_—
/ L 15mA
o f |
] \‘ 0730 a0 r L 48mA
bt 1T
| 1 f
L0715 —— 055mA |
1111 -
0700
0 1 g
o 7 2 3 4 &  6uly 0 " 20 Uge [

Rys. 1-809. Charakterystyki wyjSciowe Rys. 1-810. Charakterystyki wyjSciowe
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Rys. 1-814. Zaleznos¢ napigcia Upgs od pradu
kolektora
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Rys. 1-813. Zalezno$¢ napigcia Ugy od pradu
kolektora
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Rys. 1-816. Zalezno$¢ czestotliwos:
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Rys. 1-815. Zalezno$¢ napiecia Uggg od pra-

nej od pradu kolektora
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Rys. 1-817. Zalezno$¢ pojemnosci Crpoi Cepo

igcia

od nap:



